单光子探测器
性能与技术要求（*为必须满足的指标）
1．仪器性能：
1.1 EMCCD芯片：背照式电子倍增型CCD芯片
1.2光电转换效率QE ：>95%@575 nm
1.3有效像素阵列：512 x 512,
1.4正方形像素尺寸：16um×16um
*1.5帧频：≧56帧/秒(FPS) @ 512 x 512 pixels, ≥595帧/秒（FPS）@128 X 128,≥1433帧/秒@64 X 64
1.6冷却温度：最低制冷温度-100℃，真空制冷提供7年质保
1.7暗电流：<0.001 e-/pixel/sec.

1.8读出噪声：<1e- RMS @电子倍增条件下
1.9A/D转换输出：16bit@所有读取速度
*1.10芯片垂直转移速度0.3-3.3us可调

